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[57]申請專利範圍
1.　一種磁性奈米一維金屬線的製作方法，包括：常溫、常壓下於一外加磁場的液體中，利
用還原方式合成磁性奈米一維金屬線，其中該液體包括水、該磁性奈米一維金屬線的前

驅物以及一保護劑，該保護劑包括：聚葡萄糖(dextran)、聚乙二醇(PEG)、聚葡萄胺糖
(chitosan)、Au的前驅物、SiO2 的前驅物、Fe3 O4 的前驅物、葉酸(folic acid)、Pt的前驅
物、單寧酸(tannic acid)、Cu的前驅物、Cu2 O的前驅物、CuO的前驅物、Ag的前驅
物、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚乙烯醇(PVA)、聚乙烯醇縮丁醛(PVB)或 Si的前驅
物，使得該磁性奈米一維金屬線表面形成一保護層，且在合成該磁性奈米一維金屬線

時，在該液體中持續通入一惰性氣體，該磁性奈米一維金屬線是選自由鐵、鈷、鎳及其

混合物和合金所組成之材料群中的一種磁性材料。
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2.　如申請專利範圍第 1項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中該外加磁場在 500
Gauss~20000 Gauss之間。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中該磁性奈米一維金
屬線的前驅物包括 FeCl2 ．2H2 O、FeCl3 ．6H2 O、FeSO4 、Fe2 (SO4 )3 、FeCO3 、Fe
(PO3 )、Fe(PO3 )2 、Fe3 (PO4 )2 、Fe(NO3 )2 、FeSiO3 、Fe2 SiO4 、Fe(CO)5 、Co(NO3 )

2 ．6H2 O、CoCl2 ．6H2 O、CoCO3 、Co2 (HPO4 )2 ．H2 O、CoSO4 、NiCl2 ．6H2 O、
Ni(NO3 )2 ．6H2 O、 Ni(CO3 )．2Ni(OH2 )．4H2 O、Ni(H2 PO2 )2 ．6H2 O或 NiSO4 。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中利用還原方式合成
該磁性奈米一維金屬線之步驟包括：在該外加磁場下及該惰性氣體的氣氛中，在該液體

中加入一還原劑。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中該還原劑包括
NaBH4 、KBH4 、LiAlH4 、N2 H4 ．H2 O、NaH2 PO2 ．H2 O、Na2 SO4 、LiBH4 、
RbBH4 、CsBH4 或 Na2 S2 O3 ．5H2 O。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中該惰性氣體包括氮
氣、氬氣、氖氣或氦氣。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中在合成該磁性奈米
一維金屬線之步驟後，更包括對該磁性奈米一維金屬線進行一階段式清洗製程，以避免

材料氧化或質變。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之磁性奈米一維金屬線的製作方法，其中該階段式清洗製程
包括交替進行酒精清洗與去離子水清洗。

9.　一種磁性奈米一維金屬線，其特徵在於：該磁性奈米一維金屬線是採用如申請專利範圍
第 1項至第 8項中任一項所述之製作方法製作的，該磁性奈米一維金屬線的直徑介於
60.2nm至 62.9nm之間，且該磁性奈米一維金 屬線是選自由鐵、鈷、鎳及其混合物和合
金所組成之材料群中的一種磁性材料。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之磁性奈米一維金屬線，其中該磁性奈米一維金屬線係用作
生醫、電磁遮蔽、電子導電或奈米探針材料。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之磁性奈米一維金屬線，更包括具生物相容性之高分子或糖
類，披覆於該磁性奈米一維金屬線之表面。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之磁性奈米一維金屬線，更包括一功能材料，披覆於該磁性
奈米一維金屬線之表面，該功能材料包括金屬、陶瓷或高分子材料。

圖式簡單說明

圖 1是依照本發明之一實施例之一種磁性奈米一維金屬線的製作流程步驟圖。
圖 2為本發明之實驗一與實驗二之 X光繞射圖形。
圖 3為本發明之實驗一與實驗二之磁滯曲線圖。
圖 4是本發明之實驗一的磁性奈米一維金屬線的 FE-SEM表面分析圖。
圖 5是本發明之實驗二的磁性奈米一維金屬線的 FE-SEM表面分析圖。
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